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o 112

electronic
Statische Kennwerte Min. Typ Maox.
Kollektor-Basis-Reststrom -leen 15 pA
=Ucs =15V
'ﬂq = 25"{:
Kollektor-Basis-Reststrom “leso 80 pA
=Ues = 15V
iy = 45°C
Kollektor-Bosis-Reststrom ~leao 500 uA
Ues = 15V
a’. — ch
Kollektor-Emitter-Sittigungsspannung  -Ueges 03V
-l = 9.4 mA
=le = 300 mA -
Basis-Emitter-Spannung -Uge 08V .E
-l = 9.4 mA 2
-le = 300 mA 2 2
T H
KurzschluBstromverstérkung hze 28 56 =]
=Uce = 05V 45 90 e
-l = 200 mA 7 140 s}
Einschaltzeitkonstante T 1.2 ps
=Uee = 0,5V
-le = 200 mA
Speicherzeit t. 0,9 ps
-l = 2.4 mA
-lc = 300 mA
Bemerkungen:

) Beim Umschalten des Transistors aus dem .Ein“-Zustand (max. Verlustleistung,
-lg. = 300 mA) in den Sperrzustand (-Ucer = 15V, Rz = 50 2) darf die
Widerstandsgerade zwischen beiden Schaltzustinden die Sperrkennlinie des Transistors
nicht im negativen Widerstandsberaich schneiden.

%) Mazximale Lagerungstemperatur und maximale Umgebungstemperatur im Betriebsfall
unter Berlicksichtigung der zultissigen Verlustleistung.

Bestellbeispiel fir einen Transistor

der Stromverstdrkungsgruppe C Transister GS 112 C

470 : .
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT {ODER)

148 Stammbetrieb Halbleiterwark Frankfurt {Oder)
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